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L'invtr.ni^n ooiioerne via prooed^ do fafaricabion de diodes du 
bypo IN" et j.es clvAah, " a pra'tlelle" obtenues par le- 

dlt prb'!^de. II Skagit de dloauS constitutes au sein d'un bjoc de 
lUattriau semiconducteur par trois couches de dopages et de conduc- 
5 tlbilltes dlfferentes g'^tageant dans la section. cransversale du 
mater-lau : une couche, generalenent fortement dop^e de type P, rela- 
tlvemen-b mince, xme co»iclie "l" dite Intrlnseque de niatdrlau de oon- 
ductlvit^ quasi-nulle, rela,cive::ienfc trfes «§palsse dans le cas de 
1* Invention, efc tCie oouche, t^rie^-alement fortezaent dop^e de type N, 

10 relatlvfe:neri\; islnee. Une '"wesa I partielle" est caracteris^e par une 
section au niveau d'line Jcnotion plus faible que la section au ni- 
veau de l' autre jonctlon laterale. Cela assure ma bien meilleure 
Evacuation de ahaleur que pour une "w^sa totale". "Oe plus la resis- 
tance sErle est plus falble, 
• 15 La fabrication de diodes PIN a trfes I'ortc tpalsseur de seml- 
condacteur Intrinseque n^cesslte 1 'utilisation de proc^d^s assez 
coniplexes, faisant appel solt h. xuxe premiere attaque chimlque* solt 
k un proctdd jnixte, mtcanlque et chlmique, pour la separation de 
chacxme des diodes de la rondelle sur I'aquelle elles ont 6t4 pr4&- 

20 lablesaent rdalisdes» Apres la separation des diodes chac\ine d' elles 
dolt sublr tine nouvelle attaque chiialque aprfes avoir 4t6 montee sur 
un support ou d&ns un boltier» Ces divers proctdes sont difflciles 
k mettre en oeuvre, car les vitesses attaque chlmique d'un semi- 
eonducteur Intrlnsfeque sont tres dlfferentes de celles d'un semi- 

25conduefceur fortement dop€ : il en rtsulte une attaque lattrale Ir- 
regujivr'> et un dj.spos3tlf de Koindres quality . outre 1' attaque 
chinsl^uV? e\i£?nent? la resistance d? fuite, ce qui peut se.rtvfeler 
^tre uii d^l'su-D dans ccriaines applications. 

L'inventioj; permet de reniedit-r i oeo difficultes. 

50 px'ocGde selon l' Invention, part d'une plaque tte de materlau 

seajl-ccndueteux- canpcrtanuj ocmnie ou I'a dit, deux couches super- 
fieiellcG aH-,spectlveraent dopees F et si, situees de part et d' autre 
d'une couche interne de semicondueteur Intrinsfeque dite couche "l" 
beaucoup plus epaisse que lesdltes couches superficlelles ; 11 s'aglt 

55 d'un proctde de type eollestif peruietcant de reallser de notobreuses 
diodes en une setilc operation ; II est caracterlse en ce qu'il com- 
porte au moins les Stapes sulvantos : 

a) execution d'un premaer quoSrillage de traits de sole p6n6- 
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trant au coeur de la oouohe Interne et ccnnportant des palres de 
traits perpendiculaires, lesdltes palres d^llnitant deux k deux les 
parties "m^sa" d'vin certain nombre de diodes ; 

b) sclage de la plaquette en morceaux sulvant les traits d'tin 
5 deuxl^me quadrlllage encadrant lesdltes parties "m^sa". 

L' Invention sera mleux comprise, et d'autres caract^rlstiques 
apparaitront, au moyen de la description qui suit, et des desslns 
qui I'aocompagnent, parml lesquels : 

La figure 1 est un croquls perspeotif d*un fragment de la pla- 
10 quette sur laquelle on a dessln^, de fa^on convent lonnelle, les 
marques d'un sclage h ex^cuter j 

La figure 2 est tine coupe transversale d*une portion de pla- 
quette apr^s sclage ; 

La figure 5 est vaa. croquls perspeotif d'une diode termln^e. 
15 A la surface du fragment de plaquette T repr^sent^ figure 1, on 
a dessln^ un premier quadrlllage de traits contlnus, comprenant une 
premiere paire 11 de traits parallfeles 111 et 112, et une deuxlfeme 
palre 12 de traits 121 et 122 perpendiculaires aux pr^c^dents. Les 
palres 11 et 12 d^llmltent & leur orolsem^t la partle m^sa M d'me 
20 diode D cholsle au hasard paml celles qui sont fabriqu^es collec- 
tlv^aent dans la plaquette T. 

Un deuxl^me quadrlllage de traits dlsoontinus repr6sente par 
convention les traits de sclage qui permettront de s6parer les dlf- 
f^ntes diodes semblables k la diode D ddllmit€e par les to'alts 21, 
25 22, 23 et 24. - 

Une coupe de la diode D sulvant un plan de trace XX sur la fi- 
gure 1, est representee figure 2, en falsant apparaltre les couohes 
1 (N*), 2 (I) et 5 (?■*■). Les traits de sde 111 et 112 p&etrent au 
coeur de la couohe I, id a environ la moltie. La profoiadeur de ce 
30 premier sclage peut aller du tiers k la moltl^ de la couche I. 

. Par centre, les treilts de sole vlslbles 21 et 25, et les traits 
de sole 22 et 2k (invisibles parce que paralleles au plan de figure) 
son prolong^s Jusqu'ii separation complete de la diode D. 

Les dimensions usuelles de telles diodes sont les sulvantes : 
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- ^paisseur des couches et N"*" de I'ordre de 10 2i 40 microns i 

- ^paisseur de la couche I de I'ordre de 50 a 200 microns ; 

- longuexir et largeur de la diode de i'ordre du millimfetre, 
mals suseepfcibles d'etre largement major^es pot«r ^couler des puis- 

5 sauces relativement import antes. 

Figure 3, on a repr^sent^ en perspective le bloc D star lequel 
apparaissent les sillons 111, 112, 121 et 122. On lalsse subsister 
les huit saillies qui bordent la partie "m^sa". La surface 50 de 
cette partie est tn^tallisee au co\rrs d'une ^tape de finition de la 

10 rondelle effectuee en prot^geant de preference de tout d^pdt de m^tal 
les surfaces des saillies telles que 31, 32, 33. De la face op- 

pos^e k la surface 30 regolt une metallisation au cours de la n^rne 
^tape. Ces m^talilsatim n'ont pas 6t4 representees figure 3, pas plus 
que le support de la diode ni ses bornes d© raccordement eiectrique. 

15 On peut utiliser une telle diode, dans laquelle les suirfaces 

internes des gorges separant la partie "mesa" des saillies sont 
laissees brutes de sclage. On met ainsi a profit la resistance de 
fulte de valeur finie, genereuLeroent blen reproductible lorsqu*on 
utilise des machdLnes de soiage perfectlonnees (i. disque diamante ou 

20 fils). I.*utllisation de ces diodes est decrlte dans la demande de 
brevet deposee par la demanderesse le 16 Avrll 19T4 sous le N" 
74.13 206. 

On peut egalement, par divers procedes de finition (vernls, 
depdt de silice ou de verre), proteger les surfaces 31, 32, 33 et 
25 les surfaces analogues des differentes saillies, ainsi que les gorges 
du dlspositif. 

Les avantages du procede selon 1* invention sont les sulvantes s 

- tme meilleure reproductibilite (par rapport au precede d*at- 
taque chimique) des dimensions de la diode et de sa capacite propre : 

30 il y a notamment une tr&s faible dispersion des oapacites ; 

- une bonne Evacuation transversale de la chaleur dissipEe h 
1 'utilisation j 

- un prix de revient plus faible que par attaque cbimique totale. 
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Une trfes l^g^re attaque chlmiqu peut cependant ^tre effectu4e 
soit k l' Echelon "rondelle" aprfes fcralts de scie 111, 112, 121, 122 
ou ffldme ^vesntuellement k 1' Echelon "puce unltalre". 

Le proc^d€ est ^galement applicable k une plaquette oh I'on 
3 Inversersult le type de conduotlblllte des couches extrSnes. Ea. outre 
la couche I pourrait Stre de haute resistivity de type N" ou P", 
sans Stre litt^ralenient "Intrinsfeque" . 
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1. Proc^d^ de fabrication de diodes de type "PIN" a partlr 
d*une t)laquette de mat^riau semlconducteur comportant deux couches 
Buperficlelles respectivement dop^es P et N sltudes de part et 

d' autre d'une couche interne de semlconducteur Intrinseque dlte 
5 couche "I" beaucoup plus ^palsse que lesdltes couches superficlelles, 
caract^rls^ en ce qu'll comporte au molns les Stapes sulvantes : 

a) execution d'un premier quadrilla^e de traits de sole j?4n6- 
trant au ooeur de la couche interne et comportant des palres de 
traits perpendlculaires, lesdltes palres d^llmltant deux h deux les 

10 parties "m^sa" d'un certain nombre de diodes de type "PIN" j 

b) sdage de la plaquette en morceaux suivant les traits d'un 
deuxl^me quadrillage encadrant lesdltes parties "m^sa". 

2. Proc^d^ suivant la revendlcation 1« caracterls^ eh ce que, 
k I'^tape (a), les traits de scie p^n^trent dans la couche Interne, 

15 k une profondeur attelgnant environ le tiers ou la rooitie de la 
pi?ofondeur de cette couche. 

2$. Frocdd^ suivant la revendloation 1> caract^risd en ce qu'il 
comporte une ^tape suppl^mentaire au cours de laquelle les gorges 
et les saillies entourant la partie "mesa" resolvent une protection 

20 Isolante. 

4. Diode caract^risfe en ce qu'ellc est obtenue par un proc^d^ 
suivant I'une des rcvendications 1 a 5. 
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